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紫外線レーザダイオード（UV-LD）は組成を制御することで発光波長を制御することが出来、

また小型で低電圧駆動であることを活かして様々なアプリケーションへ応用展開することが可能

である。しかし、これまでは GaN を下地として用いた UVA-LD、AlN 単結晶基板を下地として用

いた UVC-LD のみ報告があり、UVB の波長領域では LD の実現報告例が無かった [1,2]。我々は

昨年、下地層として格子緩和 n-Al0.6Ga0.4Nを用いることで UVB 波長領域において光励起法での閾

値励起密度を 36 kW/cm2まで低減させること、および p-AlGaNクラッド層として III族組成傾斜構

造を用いることで UVB発光素子において 41.2 kA/cm2に相当する電流を流すことが可能である結

果を報告した[3,4]。本発表では、これらの技術を基とし、波長 298 nmのサファイア基板上電流注

入型 UVB-LD を実現したので、詳細を報告する [5]。作製した素子はリッジ構造の無い利得導波

型の LD で、共振器ミラー端面はエッチング法を用いて形成した [6]。UVB LD は p型長方形電極

幅 4.5 μmの素子において閾値電流 0.90 A（閾値電流密度 67 kA/cm2）、電圧 27.8V において波長

298 nmにマルチモードのレーザ発振スペクトルを示した。電流 1.06 Aでの発光スペクトルを図に

示す。更に、閾値電流密度は p 型長方形電極幅が広くなるほど低減し、幅 11.5 μm の素子を用い

ることで41 kA/cm2まで低減できることを見出した。 
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図 図. 1.06 Aでの UVB-LDの発光スペクトル 
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